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ACTIVITES	  @	  IPNL	  Semi-‐Cond	  

1.  Infra	  Rouge	  	  
2.  CMOS	  (VIS)	  	  -‐	  CMOS	  aminci	  (BSI)	  
3.  ebCMOS	  (VIS)	  

•  Caractérisa#on	  :	  	  
–  bancs	  	  
– Méthodes	  

•  Prototypages	  +	  DAQ	  (Eth	  10Gb)	  	  
•  DAQ	  de	  Banc	  tests	  CMOS	  	  
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Ac#vité:	  	  IR	  	  	  
•  	  Caractérisa#on	  de	  H2RG	  pour	  EUCLID	  	  (Exper#se	  
antérieure	  par	  SNAP	  ...)	  
–  Détecteur	  +	  MUX	  	  +	  ASIC	  (SIDECAR):	  

•  HgCdTe	  Télédyne	  	  [0.8,2.5]	  um	  
–  Axes	  de	  R&D	  

•  Caractérisa#on	  pointue	  des	  H2RG	  pour	  prépara#on	  à	  la	  
caractérisa#on	  des	  détecteurs	  de	  vol	  
–  Non-‐linéarité,	  Capacité	  interpixel,	  PSF,	  QE	  …	  	  

–  Système	  de	  tests	  	  
•  Cryostat	  (1+1)	  +	  Système	  d’illumina#on	  à	  froid	  (QE)	  
•  Electronique	  et	  logiciel	  de	  pilotage	  et	  lecture	  du	  SIDECAR	  via	  carte	  
Teledyne	  

•  Méthodes	  de	  caractérisa#ons	  :	  bruit	  1/f,	  Modes	  communs	  …	  
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Ac#vités	  :	  Structure	  CMOS	  
•  Mul#plica#on	  électronique	  en	  technologie	  CMOS	  
•  mul#plica#on	  des	  charges	  dans	  le	  pixel,	  avant	  lecture	  et	  

conversion	  numérique.	  
–  Collabora#on	  avec	  Industriel	  E2V	  
–  Cadre	  :	  	  programme	  RAPID	  (Régime	  d’Appui	  pour	  l’Innova#on	  
Duale)	  DGA	  

–  Objec#fs	   :	   Valider	   et	   caractériser	   une	   technologie	   de	   capteurs	  
d'image	  EMCMOS	   (Electron	  Mul#plying	  CMOS).	  Banc	  de	   tests	  
et	  méthodes	  à	  l’IPNL	  :	  	  

–  3	  Sources	  de	  Photons	  et	  méthodes	  associées	  
– Mesure	  de	  gain	  de	  mul#plica#on	  unitaire	  et	  ENF,	  	  
–  Système	  d’acquisi#on	  dédié	  produit	  par	  IPNL	  
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Ac#vité	  :	  	  ebCMOS	  
•  Caméra	  à	  CMOS	  electro-‐bombardé	  :	  ebCMOS	  
–  Détecteur	  :	  CMOS	  aminci	  +	  Tube	  Photonis	  

•  CMOS	  400x800	  	  design	  IPHC	  
•  Amincissement	  face	  arrière	  et	  Post-‐processing	  	  	  
•  Collabora#on	  industrielle	  terminée	  

–  Axes	  de	  R&D	  	  
•  Travail	  sur	  caractérisa#on	  de	  l’amincissement	  (BSI	  en	  UV	  et	  e-‐)	  
•  Méthode	  de	  mesure	  	  

–  résolu#on	  spa#ale	  PSF	  
–  gain	  unitaire	  

–  Banc	  de	  tests	  :	  3	  
•  Fe55	  
•  Spot	  UV	  <	  1	  um	  	  études	  de	  diffusion	  dans	  couches	  épi	  	  	  	  
•  Sources	  d’électrons	  uniques	  dans	  enceinte	  à	  vide	  
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